MICROSCOPIE ELECTRONIQUE MICROANALYSE X PREPARATION D'ECHANTILLONS PROFILOMETRIE 3D

(MEB, MET, STEM, FIB) (EDX, WDW, EBSD) ACCESSOIRES TOMOGRAPHIE X
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NOUVEAUX DEVELOPPEMENTS
EN MICROSCOPIE ELECTRONIQUE A
BALAYAGE HAUTE RESOLUTION
A TRES BASSE TENSION
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Conventions et rappels

Basse tension

Trés basse tension
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HITACHI SU8000 Cold FESEM - UHR

Top detector

.,-—-'f Upper detector
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Echantillon

Lentille
ohjectif

Deéetecteurs "in-lens”

Viltension d'aterrissage) = Vacc. — Y.

Influence du potentiel de vd
Electrons incidents = Decelération
Electrons emis par 'echantillon = Acceleration
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Concept
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_ Trajectoire des
electrons emis par
Fechantillon

_ Trajectoire des
electrons emis par
I'echanti
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Vd =500 V Vd = 2000 V

Modification de I'énergie et de la trajectoire des électrons
emis par I'échantillon par le choix de Vd
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CONTRASTES DE TOPOGRAPHIE ET DE
CONDUCTIVITE ELECTRIQUE EN
EXTREME SURFACE




Echantillon : Blu-ray disc
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Upper:: Topographie

Topographie
(Land f Groove)
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ECHATILLON : PENTACENE

Couche organique, dépot sous vide (formation d’iléts multi-couches)

Pentacene

Substrat Si
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Pentacene

SAM : Self-Assembled Monolayer
(Monocouche auto-assemblée)

Advanced Research Laboratory, Hitachi, Ltd




-
[
3

=
(4
>

£

o

.. -Acquisition simultanée

ECHATILLON : PENTACENE
Couche organique, dépot sous vide (formation d’iléts multi-couches)

Image ave PPER

‘ [Image avec le détecteur TOP

;1

Echantillon : Pentacene Su800o0 Effets de charge
Landing : 100 V @ 5 D>@>@ >0
Mag - x 30k Pentacene O

Si

Advanced Research Laboratory, Hitachi, Ltd
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ECHATILLON : PENTACENE
Couche organique, dépot sous vide (formation d’iléts multi-couches)
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height [nm]

position [um]

Ligne de profil AFM Line (A-B)

Advanced Research Laboratory, Hitachi, Ltd
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ECHATILLON : PENTACENE
Couche organique, dépot sous vide (formation d’iléts multi-couches)

~
()
=
=
(7]
>
K=
- §

i
et

Upper : topographie SU8000

Des marches de hauteur nanométrique
peuvent étre observées en utilisant une tres
faible tension d’atterrissage avec un courant

de sonde tres faible
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Echantillon : Pentacene
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APPLICATION SUR ECHANTILLON ORGANIQUE
- e Y- Semi conducteur
organique de type n

Physique)

Semi-conducteur
D= organique de type n

SLS000 0 2KV-D 1. Smm =20 0k SE+BSE(L)
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APPLICATION SUR ECHANTILLON ORGANIQUE
Semi conducteur

organique de type n
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Image AFM

[hum]

SU8000 0.2kV-D 1.5mm x100k SE+BSE(!

Confirmation de la 1574

hauteur de marche
observée sur échantillon
par analyse AFM :
2-3 nm

[rm]
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1422714




APPLICATION SUR ECHANTILLON ORGANIQUE
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—SAM (1nm)
Au particle —— Au
Mica Acquisition simultanée
Image avec le détecteur UPPER Image avec le détecteur TOP

SUS000
Echantillon : Self Assembled Monolayer

Dr. Majima, Tokyo Institute of Technology
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APPLICATION SUR ECHANTILLON ORGANIQUE

Acquisition simultanée

Image avec le détecteur UPPER - Image avec le detecteur TOP

Physique)
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SUS000 0.1kV-D 1.5mm x50.0k SE+BSE(L) S '1.00um SUS000 0.1kV-D 1.5mm x50.0k SE(T)

[ﬂm]
_Ligne de profil AFM (A-B)
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APPLICATION SUR SEMI-CONDUCTEUR
(poly-Si line)
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Acquisition simultanée

[ Image avec le détecteur UPPER ]A [Image avec le détecteur TOP]

Contamination de surface

]
SUB000 0 1kV-0 1.9mm x12.0k SE(T) 4. 00um

Image de surface : topo + Image d’extréme surface : topo +
contraste de Z conductivité de surface
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APPLICATION SUR SEMI-CONDUCTEUR
(poly-Si line)

Physique)

Acquisition simultanée

Image avec le détecteur UPPER Image avec le détecteur TOP

a2l v s P
L8000 0. 1kV-0 1.59mm =x20.0k SE+BSE(L) 1.00um SU8000 0. 1kV-0 1.5mm *x20.0k SE(T) Loum
Image de surface : topo + Image d’extréme surface : topo +
contraste de Z conductivité de surface
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MICROSCOPIE ELECTRONIQUE MICROANALYSE X PREPARATION D'ECHANTILLONS PROFILOMETRIE 3D

(MEB, MET, STEM, FIB) (EDX, WDW, EBSD) ACCESSOIRES TOMOGRAPHIE X
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